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Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement ia publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CE! afin qu'il reflete i'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs & la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de ta CEI.

Les renseignements relatifs & des questions a I'étude et
des travaux an c:urs entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous:

* «Site web» de la CEI*

e Catalogue des publications de la CEIl
Publié annuellement et mis a jour
régulierement
(Catalogue en ligne)*

+ Bulietin de la CEl
Disponible & la fois au «site web» de la CEI*
et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'i'sage général approuvés par la CEl, le
lecteur consulteré: la CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnique, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that
the content refiects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation
of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication, as well
as the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

e |EC web site*

e Catalogue of [EC publications
Published yearly with regular updates

(On-line catalogue)*

e |EC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Circuits intégrés

Deuxiéme partie: Circuits intégrés numériques

Section deux- Spécification de famille pour
les circuits intégrés numériques HCMOS,
séries 54/74 HC, 54/74 HCT, 54/74 HCU

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d’'Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les
Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEl exprime le voeu que tous les Comités nationaux
adoptent dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEl, dans la mesure ol les
conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEl et la régle nationale
correspondante doit, dans la mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La présente norme a été établie par le Sous-comité 47A: Circuits intégrés, et par le
Comité d’Etudes n° 47 de la CEl: Dispositifs & semiconducteurs.

Cette norme est une spécification de famille pour les circuits intégrés numériques
HCMOS, séries 54/74 HC, 54/74 HCT, 54/74 HCU.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote

47A(BC)189 47A(BC)217

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de spécification dans le Systéme CEIl d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).

Les publications suivantes de la CEl sont citées dans la présente norme:
Publications nos 68-2-17 (1978): Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais - Essai Q: Etanchéité.

747-10 (1991): Dispositifs & semiconducteurs. Dispositifs discrets. Dixiéme partie: Spéci-
fication générique pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés.

748-2 (1985): Dispositifs & semiconducteurs. Circuits intégrés. Deuxiéme partie:
Circuits intégrés numériques. Amendement 1 (1991).

748-2-3 (1991): Dispositifs a semiconducteurs. Circuits intégrés. Deuxiéme partie:
Circuits intégrés numériques. Section trois — Spécification particuliére
cadre pour les circuits intégrés numériques HCMOS, séries 54/74 HC,
54/74 HCT, 54/74 HCU.

748-11 (1990). Dispositifs a semiconducteurs. Circuits intégrés. Onziéme partie: Spéci-
fication intermédiaire pour les circuits intégrés & semiconducteurs a
I'exclusion des circuits hybrides.

749 (1984): Dispositifs & semiconducteurs. Essais mécaniques et climatiques.
Amendement 1 (1991).
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748-2-2 © IEC _3-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Integrated circuits

Part 2: Digital integrated circuits

Section two - Family specification for
HCMOS digital integrated circuits series 54/74 HC,
54/74 HCT, 54/74 HCU

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National
Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees
should adopt the text of the |EC recommendation for their national rules in so far as national conditions will
permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as
far as possible, be clearly indicated in the latter.

This standard has been prepared by Sub-Committee 47A: Integrated circuits, and IEC
Technical Committee No. 47: Semiconductor devices.

This standard is a blank detail specification for HCMOS digital integrated circuits series
54/74 HC, 54/74 HCT, 54/74 HCU.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months’ Rule Report on Voting

47A(CO)189 47A(CO)217

Fuil information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Report indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

The following 1EC publications are quoted in this standard:
Publications Nos. 68-2-17 (1978): Environmental testing. Part 2: Tests - Test Q: Sealing.

747-10 (1991). Semiconductor devices. Discrete devices. Part 10: Generic specification
for discrete devices and integrated circuits.

748-2 (1985): Semiconductor devices. Integrated circuits. Part 2: Digital integrated
circuits. Amendment 1 (1991).

748-2-3 (1991): Semiconductor devices. Integrated circuits. Part 2: Digital integrated
circuits. Section three - Blank detail specification for HCMOS digital
integrated circuits, series 54/74 HC, 54/74 HCT, 54/74 HCU.

748-11 (1990): Semiconductor devices - Integrated circuits. Part 11: Sectional speci-
fication for semiconductor integrated circuits excluding hybrid circuits.

749 (1984): Semiconductor devices. Mechanical and climatic test methods.
Amendment 1 (1991).
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Circuits intégrés
Deuxiéme partie: Circuits intégrés numériques
Section deux - Spécification de famille pour

les circuits intégrés numériques HCMOS,
séries 54/74 HC, 54/74 HCT, 54/74 HCU

INTRODUCTION

Le systeme CEIl d'assurance de la qualité des composants électroniques fonctionne
conformément aux statuts de la CEl et sous son autorité. Le but de ce systéme est de
définir les procédures d'assurance de la qualité de telle fagon que les composants
électroniques livrés par un pays participant comme étant conformes aux exigences d’une
spécification applicable soient également acceptables dans tous les autres pays
participants sans nécessiter d’autres essais.

Cette spécification de famille fait partie d’'une série de spécifications particuliéres cadres
concernant les dispositifs & semiconducteurs; elle doit étre utilisée avec les publications
suivantes de la CEl:

747-10/QC  700000: Dispositifs a semiconducteurs. Dixiéme partie: Spécification
générique pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés.

748-11/QC 790100: Dispositifs & semiconducteurs. Circuits intégrés. Onziéme partie:
Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés a semiconducteurs a I'exclusion des
circuits hybrides.

Renseignements nécessaires

Les nombres placés entre crochets sur cette page et les pages suivantes correspondent
aux indications suivantes qui doivent étre portées dans les cases prévues a cet effet.

Identification de la spécification particuliére

[1] Nom de IOrganisme National de Normalisation sous I'autorité duquel la spécification
particuliére est établie.

[2] Numéro IECQ de la spécification particuliére.

[3] Numéros de référence et d’édition des spécifications générique et intermédiaire.

[4] Numéro national de la spécification particuliére, date d’édition et toute autre
information requise par le systéme national.

Identification du composant

[5] Fonction principale et numéro de type.

[6] Renseignements sur la construction typique (matériaux, technologie principale) et le
boitier.

Si un dispositif posséde plusieurs types de produits dérivés, ces différences doivent
étre indiquées, par exemple les particularités des caractéristiques dans le tableau
comparatif.

Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, les précautions néces-
saires a observer doivent étre ajoutées dans la spécification particuliére.
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748-2-2 © IEC _5_

SEMICONDUCTOR DEVICES
Integrated circuits

Part 2: Digital integrated circuits

Section two - Family specification for
HCMOS digital integrated circuits series 54/74 HC,
54/74 HCT, 54/74 HCU

INTRODUCTION

The IEC Quality Assessment System for Electronic Components is operated in accordance
with the statutes of the IEC and under the authority of the IEC. The object of this system is
to define quality assessment procedures in such a manner that electronic components re-
leased by one participating country as conforming with the requirements of an applicable
specification are equally acceptable in all other participating countries without the need for
further testing.

This family specification is one of a series of blank detail specifications for semiconductor
devices and shall be used with the following IEC Publication:

747-10/QC 700000: Semiconductor devices. Part 10: Generic specification for discrete
devices and integrated circuits.

748-11/QC 790100: Semiconductor devices. Integrated circuits. Part 11: Sectional speci-
fication for semiconductor integrated circuits excluding hybrid circuits.

Required information

Numbers shown in brackets on this and the following pages correspond to the following
items of required information, which should be entered in the spaces provided.

Identification of the detail specification

{1] The name of the National Standards Organization under whose authority the detail
specification is issued.

[2] The IECQ number of the detail specification. _

- [3] The numbers and issue numbers of the generic and sectional specifications.

[4] The national number of the detail specification, date of issue and any further in-
formation, if required by the national system.

Identification of the component
[5] Main function and type number.

[6] Information on typical construction (materials, the main technology) and the
package.

If the device has several kinds of derivative products, those differences shall be
indicated, e.g. feature of characteristics in the comparison table.

If the device is sensitive to electrostatic charges, a caution statement shail be added
in the detail specification.

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT



-6

[7] Dessin d’encombrement, identification des bornes, marquage et/ou référence aux

documents correspondants pour les encombrements.

[8] Catégorie d’assurance de la qualité conformément au paragraphe 2.6 de la spéci-

fication générique.
[9] Données de référence.

748-2-2 © CEI

[Les articles indiqués entre crochets sur les pages suivantes de cette norme, qui correspondent a la premiére
page de la spécification particuliére, sont destinés & guider le rédacteur de la spécification; ils ne doivent pas

figurer dans la spécification particuliére.]

[Lorsqu’il existe un risque d’ambiguité quant & savoir si un paragraphe est uniquement destiné a guider le

rédacteur ou non, il doit étre indiqué entre crochets:]

[Nom (adresse) de I'ONH responsable 1]
(et éventuellement de I'organisme auprés duquel la
spécification peut étre obtenue).]

[Numéro de la spécification particuliére [2]
IECQ, plus numéro d’édition et/ou date.]

QC 790109-...

COMPOSANT ELECTRONIQUE DE QUALITE [3]
CONTROLEE CONFORMEMENT A:

Spécification générique:

Publication 747-10 / QC 700000

Spécification intermédiaire:

Publication 748-11 / QC 790100

[et références nationales si elles sont différentes.]

[Numéro national de la spécification particuliére]  [4]

[Cette case n’a pas besoin d'étre utilisée si le numéro
national est identique au numéro IECQ.]

SPECIFICATION DE FAMILLE POUR LES CIRCUITS INTEGRES NUMERIQUES HCMOS, [5]

SERIES 54/74 HC, 54/74 HCT, 54/74 HCU.

[Numéro(s) de type du ou des dispositifs.]

Renseignements a donner dans les commandes: voir article 7 de cette norme.

1. Description mécanique {71
Références d’encombrement:

CEl 191-2 . . . .. [obligatoire si disponible] et/ou
nationales

[s'il nexiste pas de dessin CE! ]

Dessin d’encombrement
[peut étre transféré, ou donné avec plus de détails,
a l'article 10 de cette norme.]

Identification des bornes
[dessin indiquant 'emplacement des bornes,
y compris les symboles graphiques.]

Marquage: [lettres et chiffres.]

[La spécification particuliére doit indiquer les infor-
mations a marquer sur le dispositif.]

[Voir le paragraphe 2.5 de la spécification généri-
que et/ou I'article 6 de cette norme.]

2. Breve description ' [}
HCMOS haute rapidité

Séries HC, HCT, HCU

Matériau semiconducteur: [Si]

Encapsulation: [boitier avec ou sans cavité.]
Technologie: MOS complémentaires.

ATTENTION: Dispositifs sensibles aux charges
électrostatiques.

3. Catégories d’assurance de la qualité [g]

[a choisir dans le paragraphe 2.6 de la spécification
générique.]

Données de référence [9]

Voir la spécification particuliére.

Se reporter a la liste des produits homologués en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants
conformes & cette spécification de famille sont homologués.
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748-2-2© IEC -7-

{7] Outline drawing, terminal identification,

document for outlines.

marking and/or reference to the relevant

[8] Category of assessed quality according to subclause 2.6 of the generic specification.

[9] Reterence data.

[The clauses given in square brackets on the next pages of this standard, which form the front page of the
detail specification, are intended for guidance to the specification writer and shall not be included in the detail

specification.]

[When confusion may arise as to whether a paragraph
shall be indicated between brackets.]

is only instruction to the writer or not, the paragraph

[Name (address) of responsible NAI [1} | [Number of IECQ detail specification, 2]
(and possibly of body from which specification is | plus issue number and/or date.]

available).] Qc 790109-...

ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED  [3] | [National number of detail specification] (4]

QUALITY IN ACCORDANCE WITH:

Generic specification:
Publication 747-10 / QC 700000

Sectional specification:
Publication 748-11 / QC 790100
[and national references if different.]

[This box need not be used if National number
repeats IECQ number.]

FAMILY SPECIFICATION FOR HCMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS, [5]

SERIES 54/74 HC, 54/74 HCT, 54/74 HCU

[Type number(s) of the relevant device(s).}
Ordering information: see clause 7 of this standard.

1. Mechanical description {71
Outline references:

IEC 191-2. .. .. [mandatory of if available] and/or
national

[if there is no IEC outline.]

Outline drawing
[may be transferred to or given with more details in
clause 10 of this standard.]

2. Short description [6]
High-speed CMOS

Series HC, HCT, HCU

Semiconductor material: [Si].

Encapsulation: {cavity or non-cavity.]

Technology: Complementary MOS.

CAUTION: Electrostatic sensitive devices.

Terminal identification
[drawing showing pin assignments, including gra-
phical symbols.]

3. Categories of assessed quality [8]

[from subclause 2.6 of the generic specification.]

Marking: [letters and figures.]

[The detail specification shall prescribe the informa-
tion to be marked on the device, if any.}

[See subclause 2.5 of generic specification and/or
clause 6 of this standard.]

Reference data [9]

See detail specification.

Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the

current Qualified Products List.
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4 Valeurs limites (systéme des valeurs limites absolues)

748-2-2 © CEI

Les valeurs limites ne sont pas applicables pour les exigences de contréle.

Ces valeurs s’appliquent dans la gamme des températures de fonctionnement, sauf

spécification contraire.

Les valeurs données sont valables sauf indication contraire dans la spécification particuliére.

Valeur
Paragraphe Valeurs limites Symbole Unité
Min Max.
4.1 Tension d’alimentation Voo -0,5 +7 v
4.3 Tension d’entrée v, -0,56 Vpp + 0.5 A
4.4 Courant continu | 4kl 20 mA
(quelle que soit I'entrée)
4.5 Tension de sortie v, -0,5 Vpp + 0.5 \
4.6 Courant continu | loki 20 mA
(quelle que soit la sortie)
4.7 Courant continu de source, sortant l ’okl
ou entrant, pour chaque sortie standard 25 mA
puissance 35 mA
4.8 Courant continu d'alimentation IDD I ’ool
ou courant dans la broche de masse standard 50 mA
ou
| fss]
puissance 70 mA
4.9 Gamme de températures de fonc- Tomb
tionnement
54 /HC/HCT/HCU -55 +125 °C
74 /HC/HCT/HCU -40 +85 °C
4.10 Température de stockage Ts‘g -65 +150 °C

5 Caractéristiques électriques
(Voir P'article 8 de cette norme pour les exigences de contréle.)
Gamme de tensions d’alimentation recommandée:

Séries HC: VDDmin =2Va VD
Séries HCT: VD
Séries HCU: VD

pmax = & V-

—45Vav,, =55V.

Dmin

Dmin

Ces caractéristiques électriques s’appliquent dans toute la gamme de températures de

fonctionnement, sauf indication contraire.

Toutes les tensions sont prises par rapport a Vgs-

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT
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4 Limiting values (absolute maximum rating system)
Limiting values are not for inspection purposes.

These values apply over the operating temperature range unless otherwise specified.

The values given are valid unless otherwise specified in the detail specification.

Value
Subclause Limiting values Symbol Unit
Min. Max.
4.1 Supply voltage Voo -0,5 +7 \
4.3 Input voltage Y, -0,5 Vpp + 0.5 \
4.4 Continuous current (any input) | 1l 20 mA
4.5 Output voltage v, -0,5 Vpp + 0.5 \
4.6 Continuous current (any output) | I°k| 20 mA
4.7 Continuous output source or sink | ’okl
current per output pin standard 25 mA
bus driver 35 mA
4.8 Continuous I, or ground pin | /DDI
current standard 50 mA
ou
| ’ss|
bus driver 70 mA
4.9 Operating temperature range Toro
654 /[HC/HCT/HCU -55 +125 °C
74 /HC/HCT/HCU -40 +85 °C
4.10 Storage temperature Tstg -65 +150 °C

5 Electrical characteristics
(See clause 8 of this standard for inspection requirements.)

Recommended supply voltage range:

HC series: VDDmin =2Vto vDDmax =6V.
HCT series: VDDmin =45Vto VDDmax =55V.

HCU series: VDDmin =2Vto VDDmax =6V.

These electrical characteristics apply over the operating temperature range, unless other-
wise stated.

All voltages are referenced to Vgq.
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-10- 748-2-2 © CEI
Séries HC (suite)
Tamb
Essayé
Paragraphe Parametres V| Symbole 54 HC/74 HC 74 HC 54 HC Unité |en sous-
DD voir note 1 voir note 2 voir note 3
groupe
\ Min. | Max. Min. | Max. Min. Max.
5.1 Courant de repos oo A 3/4
V| =ou Vp,
Iy =
- 8SI 6 2 20 40 | pA
. FF . 6 4 40 80 | pA
. Ms| [ Voirnote 4 6 8 80 160 | pA
- LSl 6 50 500 1000 | pA
52 Tension d’entrée au niveau | 2 Vu 1,5 1,5 1,5 \) A 3/4
haut 4,5 3,15 3,15 3,15 \
6 4,2 4,2 4,2 \
583 Tension d’entrée au niveau | 2 V"_ 0,3 0,3 0,3 \" A 3/4
bas 4,5 0,9 0,9 0,9 \
6 1,2 1,2 1,2 \
54 Tension de sortie au niveau Vou A3/4
haut
Vi = Vg ou Vs
5.4.1 lo =-20 pA 2 1,9 1,9 1,9 \
4,5 4,4 4,4 4,4 \
6 5,9 59 5,9 \
542 lg =-4mA
(sorties standards) 45 308 384 37 v
Io = -6 mA ' ' ’ !
(sorties de puissance)
lo =-52mA
(sorties standards) 6 548 534 52 v
lg =-78mA ! ! ’
(sorties de puissance)
5.5 Tension de sortie au niveau VoL A 3/4
bas
Vi = Ving ou Via
5.5.1 lo = +20 pA 2 0,1 0,1 0,1 \
45 0,1 0,1 0,1 \
6 0,1 0,1 0,1 \
5652 lo =+4 mA
(sorties standards) L 45 0.26 033 0.4 v
Iy = +6 mA ’ ’ ! !
(sorties de puissance)
lo =+5,2mA
(sorties standards) 6 0.26
r 3
Iy =+7,8 mA ! 0.3 0.4 v
(sorties de puissance)

Pour les notes, voir page 12.
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HC series (continued)

Tamb
Tested
Subclause Parameters VDD Symbol 54 HC/74 HC 74 HC 54 HC Unit | in sub-
see note 1 see note 2 see note 3 group
\ Min. | Max. Min. | Max. | Min. | Max.
5.1 Quiescent device current oo A 3/4
V), =ou Vp,
Iy =
- 88lI 6 2 20 40 | pA
- FF 6 4 40 80 | pA
. Ms| [ Seenoted 6 8 80 160 | pA
- LSl 6 50 500 1000 | pA
5.2 High-level input voltage 2 Viy 1,5 1,6 1.5 \ A 3/4
4,5 3,15 3,15 3,15 Vv
6 4,2 4,2 4,2 \'
5.3 Low-level input voltage 2 VIL 0,3 0,3 0,3 \") A 3/4
4,5 0,9 0,9 0,9 \
6 1,2 1,2 1,2 \
54 High-level output voltage Vou A 3/4
Vi = Ving o Viia
54.1 lo = ~20 pA 2 1,9 1,9 1,9 \
4,5 4,4 4,4 4,4 \'
6 5,9 59 59 \
54.2 lo =~4mA
(standard outputs) 45 398 384 37 v
lo =-6mA ’ ' ! ’
(bus driver outputs)
lo =-52mA
(standard outputs) 6 5.48 5,34 52 Vv
lo =-78mA
(bus driver outputs)
5.5 Low-level output voltage Vou A 3/4
Vi = Vs o Vita
5651 lo = +20 pA 2 0,1 0,1 0,1 Vv
4,5 0,1 0,1 0,1 A
6 0,1 0,1 0,1 v
562 Iy =+4 mA
(standard outputs) | 45 0.26 0.33 0.4 Vv
lo = +6 mA ' ’ ' ’
(bus driver outputs)
Io = +5,2mA ]
(standard outputs) 6
r 6
o = +7,8 mA 0,2 0,33 0,4 \Y
(bus driver outputs)

For notes, see page 13.
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Séries HC (suite)
Tamb
HC/74 HC 4HC 54 HC Essayé
Paragraphe Paramétres Vhn| Symbole 54 . 7 - Unité |en sous—
DD voir note 1 voir note 2 voir note 3
groupe
\ Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max.
5.6 Courant de fuite d’entrée A 3/4
a I'état bloqué
5.6.1 Vi =V 6 ; 0,1 1 1 pA | A3/4
5.6.2 V=0 4 -0,1 -1 -1 pA | A3/4
Courant de fuite de sortie -
a I'état bloqué
5.7 Courant de fuite par canal | 6 Ig 0,1 1 1 HA | A3/4
en entrée/sortie pour les
commutateurs analogiques
Vi = Viugou Viia
’ Vs l = Yoo
ou=Vpp- Vee
voir note 5
5.8 Courant de fuite de sortie 6 loza 0,5 5 10 HA | A3/4
trois états
Vi = Vi ou Viia
Vo =0Oou V,
59 Capacité
5.9.1 Capacité d’entrée 45 Ca 10 10 10 pF C 12
5.9.2 Capacité de sortie Coz 15 15 15 pF
voir note 6
Sorties trois états
5.10 Marge d'immunité au bruit | 2 VL 0,2 0,2 0,2 \ A 3/4
avec sortie au niveau bas 4,5 0,8 0,8 0,8 \'
(Viea— Yora) 6 1,1 1,1 11 Vv
lo = +20 pA
5.11 Marge d'immunité au bruit | 2 Vau 0,4 0,4 0,4 \ A 3/4
avec sortie au niveau haut | 4,5 1,25 1,25 1,25 Vv
(Vous = Yine) 6 1,7 1,7 1,7 v
Io =-20 pA
Note 1 - 25 °C.
Note 2 - -40 3 + 85 °C.
Note 3~ -552a + 125 °C.
Note 4 — La spécification particuliére doit indiquer si le dispositif est SSI, FF, MSI ou LSI.
Note 5~ Vp¢: Tension d'alimentation négative supplémentaire pour certains commutateurs analogiques,
a spécifier dans la spécification particuliére.
Note 6 - Sauf indication contraire dans la spécification particuliére.
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HC series (continued)

Subclause

Parameters

DD

T

amb

54 HC/74 HC

Symbo
ymbol see note 1

74 HC

see

note 2

54 HC
see note 3

Min. | Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Unit

Tested
in sub-

group

5.6

5.6.1

5.6.2

Off-state input leakage
current

VI=VDD
v,=0

Off-state output leakage
current

-1

HA

HA

A 3/4

A 3/4

A 3/4

57

Analogue switch off-state
current per channel

Vi = Vg o Vita
[ Vs’ = VDD

or = Vpg- Ve
see note 5

pA

A 3/4

5.8

Three-state output off-state
current
Vi = Vg or Viea

Vo=Oor Voo

OzZA 0.5

10

HA

A 3/4

5.9

5.9.1

59.2

Capacitance
Input capacitance
Output capacitance

see note 6
Three-state outputs

4,5

Cia 10

Coz 15

10

15

10

15

pF

pF

C12

Noise margin at low-level
output

(Yiea— Voua)
lo = +20 pA

<< <

A 3/4

Noise margin at high-level
output

( VOHB - VIHB)
Iy =20 pA

Vyw | 0.4
1,25
17

0,4
1,26
1,7

0,4
1,25
1,7

<< <

A 3/4

Note 1 -
Note 2 -
Note 3 -
Note 4 -
Note § -

Note 6 -

25 °C.
-40 to + 85 °C.
-55to + 125 °C.

The detail specification shall indicate whether the device is a SSI, FF, MSI or LSI.

Vee: Additional negative supply voltage for some analogue switches, to be specified in the detail

specification.

Unless otherwise specified in the detail specification.

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d



14 -

Séries HCT

748-2-2 © CEI

Paragraphe

Parameétres

Symbole

T

amb

54 HCT/74 HCT
voir note 1

74 HCT
voir note 2

54 HCT
voir note 3

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Unité

Essayé
en sous—
groupe

5.12.1

Courant d’'alimentation
au repos

V, = Oou Vg

I =
. 88l
. FF
- Msl
. L8l

voir note 4

55
55
5.5
55

AN

5

20
40
80
500

40

80
160
1000

pHA
HA
HA
pA

A 3/4

Tension d'entrée au niveau
haut

5,5

A 3/4

Tension d’entrée au niveau
bas

45

0,8

0,8

0.8

A 3/4

5.15

5.15.1
5.16.2

Tension de sortie au niveau
haut
Vi = Viggou Vi

Iog =-20 pA

lg =~4 mA

(sorties standards)

I = -6 mA

(sorties de puissance)

45

4,5

VOHB

4,4

3,98

4.4

3,84

4,4

3,7

A 3/4

5.16.1
5.16.2

Tension de sortie au niveau
bas

Vi = Viugou Via

o = +20 pA

Iy =+4mA

(sorties standards)

IO = +6 MA

(sorties de puissance)

45

4,5

VO LA

0,1

0,26

0.1

0,33

0,1

0,40

A 3/4

5171
5.17.2

Courant de fuite d’entrée
a I'état bloqué

V,=0Oou VDD

Vi = Ve

Courant de fuite de sortie
a l'état bloqué

55
55

0,1
100

125

160

pA
pA

A 3/4

5.18

Courant de fuite par canal
en entrée/sortie pour les
commutateurs analogiques

Vi = Vigou Via
Vg = Vpp ou= Vo - Vi

Voir note 5§

5,5

0,1

HA

A 3/4

Pour les notes, voir page 12.
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HCT-series
Tamb
Tested
Subclause Parameters Vv, Symbol 54 HCT/74 HCT 74 HCT 54 HCT Unit | in sub-
DD see note 1 see note 2 see note 3 group
\ Min. | Max. Min. | Max. | Min. | Max.
5.12 Quiescent supply voltage Iop A 3/4
5§.12.1 V, =0or V¥V,
Iy =0
- 88l 55 2 20 40 { pA
- FF see note 4 55 4 40 80 | pA
- MSI 5,5 8 80 160 | pA
- LS 5,5 50 500 1000 | pA
5.13 High-level input voltage 5,5 Viu 2 2 2 \ A 3/4
5.14 Low-level input voltage 4,5 Vi 0,8 0,8 0,8 A A 3/4
5.156 High-level input voltage Vous A 3/4
Vi = Vs or Vita
5.15.1 lo =-20 pA 4,5 4,4 4,4 4,4 Vv
5.15.2 I =-4mA
(standard outputs) 45 308 384 37 v
Io =-6mA ' ' ' '
(bus driver outputs)
5.16 Low-level input voltage Vota A 3/4
Vi = Viggor Via
5.16.1 lo = +20 pA 4,5 0,1 0,1 0,1 \'
5.16.2 Io = +4 mA
(standard outputs) 45 0.26 0.33 040 Vv
lo = +6 mA ' ' ' ’
(bus driver outputs)
5.17 Off-state input leakage , A 3/4
current
5171 Vi, =0orVy, §5 0,1 1 1 HA
5.17.2 Vi = Vg 5,5 100 125 150 pA
Off-state output leakage
current
5.18 Analogue switch off-state 5,5 Is 0,1 1 1 HA | A3/4
current per channel
i = Ve o Via
Vs = Vop o= Vpp - Ve
see note 5

For notes, see page 13.
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Séries HCT (suite)
7-amb
Essayé
Paragraphe Paramétres V| Symbole 54 H(.:T” 4 HCT 7,4 HCT 5.4 HCT Unité |en sous—
DD voir note 1 voir note 2 voir note 3
groupe
Vv Min. Max. Min. | Max. Min. Max.
5.19 Courant de fuite de sortie 55 loza 0,5 5 10 HA | A3/4
trois états
Vi = Viugou Vi,
Vo = Oou VDD
5.20 Capacité
5.20.1 Capacité d'entrée 5 C 10 10 10 pF | C12
5.20.2 Capacité de sortie Coz
voir note 6
Sorties trois états
Séries HCU
ramb
Essayé
Paragraphe Paramétres Vnn| Symbole 54 HQU’{ 74 HCU 7.4 HCU 5.4 HCU Unité |en sous—
oD voir note 1 voir note 2 voir note 3
groupe
V' Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max.
5.23 Courant d'alimentation oo A 3/4
au repos
V,=0Oou Voo
lo =
- 88l 6 2 20 40 A
- FF voir note 4 6 4 40 80 pA
- MSI 6 8 80 160 pA
5.24 Tension d'entrée au niveau | 2 V,HB 1,7 1,7 1,7 \' A 3/4
haut 4,5 3,6 3,6 3,6 \
6 4,8 4,8 4,8 A
5.25 Tension d’entrée au niveau | 2 V”_A 0,3 0,3 0,3 A A 3/4
bas 4,5 0,8 0,8 0,8
6 1,1 1,1 1,1
5.26 Tension de sortie au niveau Vous A 3/4
haut
5.26.1 V) = Vygou Via 1,8 1,8 1,8 v
lo =-20 pA 45 4 4 4 \
6 55 5,5 5,5 v
5.26.2 V, =0OouVy,
I =-4mA 4,5 3,98 3,84 3,7 \
(sorties standards)
Iy =~5,2mA 6 5,48 5,34 52 \
(sortie de puissance)

Pour les notes, voir page 12.
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HCT-series (continued)

-17 -,

Tamb
Tested
Subclause Parameters v Symbol 54 HCT774 HCT 74 HCT 54 HCT Unit | in sub-
DD see note 1 see note 2 see note 3
group
Y Min. | Max. | Min. | Max. | Min. { Max.
5.19 Three-state output off-state | 5,5 loza 0,5 5 10 pA | A3/4
current
Vi = Vig 0" Viia
VO =Q0or VDD
5.20 Capacitance
5.20.1 Input capacitance 5 o) 10 10 10 pF c12
5.20.2 Output capacitance Coz
see note 6
Three-state outputs
HCU-series
Tamb
Tested
Subclause Parameters V Symbol 54 HCU/74 HCU 74 HCU 54 HCU Unit | in sub-
DD see note 1 see note 2 see note 3 group
\ Min. | Max. Min. | Max. | Min. | Max.
5.23 Quiescent supply current Iop A 3/4
V, =Oor
Io =0
- 8Ssl 6 2 20 40 HA
- FF see note 4 6 4 40 80 A
- MSI 6 8 80 160 pA
524 High-level input voltage 2 Vius 1,7 1,7 1,7 \' A 3/4
4,5 3,6 3,6 3,6
6 4,8 4.8 4,8
5.25 Low-level input voltage 2 Via 0,3 0,3 0,3 \ A 3/4
4,5 0,8 0,8 0,8
6 1,1 1,1 1,1
5.26 High-level output voltage Vous A 3/4
5.26.1 Vi = Vygor Vi 2 1,8 1,8 1,8 \
lo =-20 pA 45 4 4 4 A
6 55 55 5,5 A
5.26.2 V, =0Oor Vy,
lg =-4mA 45 3,98 3,84 3,7 \
(standard outputs)
lo =-52mA 6 5,48 5,34 5,2 \
(bus driver outputs)

For notes, see page 13.
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Séries HCU (suite)
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7-amb
Essayé
Paragraphe Paramétres V5 nl Symbole 54 H(.:Uﬂ 4 HCU 7.4 HCU 5.4 HCU Unité |en sous—
DD voir note 1 voir note 2 voir note 3
groupe
Vv Min. Max. Min. | Max. Min. Max.
527 Tension de sortie au niveau VoLa A 3/4
bas
5.27.1 V, = VygouV,, 2 0,2 0,2 0,2 \
Ig = +20 pA 45 0,5 0,5 0,5 \
6 0,5 0,5 0,5 \
5.27.2 v, = Oou VDD
I = +4 mA 45 0,26 0,33 0,4 A
(sorties standards)
I0 =+52 mA 6 0,26 0,33 0,4 A"
(sortie de puissance)
5.28 Courant de fuite d'entrée a | 6 A 3/4
I'état bloqué
V, = Oou Vj, | 14l 0,1 1 1 pA
5.29 Capacité
Capacité d’entrée 4,5 Ca 16 15 15 pF c12
5.30 Marge d'immunité au bruit | 2 VL 0,1 0,1 0,1 \ A 3/4
avec sortie au niveau bas
(Vita - Vora) 4,5 0,3 0,3 0,3 \Y
lo = +20 pA 6 0,6 0,6 0,6 \
5.31 Marge d'immunité au bruit | 2 VNH 0,1 0,1 0,1 \ A 3/4
avec sortie au niveau haut
(Vous = Vig) 4,5 04 0,4 0,4 \
o = +20 pA 6 0,7 0,7 0,7 \

Pour les notes, voir page 12.

5.32 Caractéristiques dynamiques (Séries HC, HCT, HCU)
Générateur d'impulsions et circuit de commande.

5.32.1 Les conditions suivantes doivent étre remplies:

- Impédance de sortie du générateur d’'impulsions: 50 Q + 10 %.

- Impédance du céble du circuit de commande du générateur, compte tenu de

I'appareillage de mesure: 50 Q + 10 %.
Tension d’entrée au niveau bas: 0 V £ 0,1 V.

Tension d’entrée au niveau haut: Vpp 0,1V (Séries HC, HCU); 3V + 0,1 V (Série HCT).
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HCU-series (continued)

T

amb
Hour7a Heu| 74 Hou 54 HCU Tested
Subclause Parameters Vpp| Symbol 54 Unit | in sub-
D see note 1 see note 2 see note 3 group
v Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max
5.27 Low-level output voltage VoLa A 3/4
5.27.1 Vi=VigorVia 2 0,2 0,2 0,2 \'
Iy = +20 pA 4,5 0,5 0,5 0,5 \'
6 0,5 0,5 0,5 \
5.27.2 V, =Oor Vp,
lo =+4 mA 45 0,26 0,33 0,4 Vv
(standard outputs)
lg =+5,2mA 6 0,26 0,33 0,4 \
(bus driver outputs)
5.28 Off-state input leakage 6 A 3/4
current
V, = Oor Vyy | 14l 0,1 1 1 pA
5.29 Capacitance
Input capacitance 4,5 Cia 15 15 15 pF c12
5.30 Noise margin at low-level 2 VL 0,1 0,1 0,1 \ A 3/4
output
(YiLa = Vora) 4,5 0.3 03 0,3 v
lg = +20 pA 0,6 0,6 0,6 \
6.31 Noise margin at high-level | 2 Vau 0,1 0,1 0,1 \' A 3/4
output
( VOHB - VIHB) 4,5 0,4 0,4 0,4 Vv
lo = +20 pA 0,7 0,7 0,7 \%

For notes, see page 13.

5.32 Dynamic characteristics (Series HC, HCT, HCU)

Pulse generator and driving circuit.

5.32.1 The following conditions shall be met:

50Q+10 %.
Low-level input voltage: 0 V £ 0,1 V.
High-level input voltage: Vpy + 0,1V (Series HC, HCU); 3V £ 0,1 V (Series HCT).

Output impedance of pulse generator: 50 Q + 10 %.
Impedance of driving circuit cable from the generator, including the test equipment:
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Temps de transition & la montée du signal d’entrée: t. =6nst1ns(mesuréentre 10 %

et 90 % de I'amplitude du signal observé).

Temps de transition a la descente du signal d’entrée: t =6 ns +1ns (mesuré entre 90 %

et 10 % de I'amplitude du signal observé).
La largeur d’impulsion :

particuliére).

Fréquence de répétition des impulsions: 1 MHz.

5.32.2 Temps de transition de sortie (HC et HCT)

Les temps de transition sont mesurés en sous-groupe A5.

t, = 9500 ns (sauf indication contraire dans la spécification

7-aml:)
Paramétres Symbole Vv 54 HC” 74 HC ,74 HC ’,‘54 HC Unité
DD voir note 1 voir note 2 voir note 3
Y Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Temps de transition de sortie tr et tyy
2 75 95 110 ns
Sorties standard 4,5* 15 19 22 ns
6 13 16 19 ns
2 60 75 90 ns
Sorties de puissance 4,5* 12 15 18 ns
6 10 13 15 ns
* 54/74 HCT
Pour les notes, voir page 12.
5.32.3 Temps de montée et de descente a I'entrée (HC, et HCT)
Tamb
Paramétres Symbole Vv, 54 HC'! 74 HC .74 HC ?4 HC Unité
bD voir note 1 voir note 2 voir note 3
\ Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Temps de montée et de t. 4
descente a I'entrée
2 0 1 000 0 1 000 (o] 1 000 ns
Série HC 4,5 0 500 0 500 0 500 ns
6 0 400 0 400 0 400 ns
Série HCT 4,5 0 500 0 500 0 600 ns

Pour les notes, voir page 12.

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d



748-2-2© IEC

21—

Rise transition time of the input signal: t. =6 ns +1ns (measured from 10 % or 90 % of

the step amplitude).

Fall transition time of the input signal: =6 ns £ 1 ns (measured from 90 % or 10 % of the

step amplitude).

Pulse width: t, = 500 ns (unless otherwise specified in the detail specification).

Pulse repetition frequency: 1 MHz.

5.32.2 Output transition time (HC and HCT)

Transition times are tested in sub-group A5.

Tamb
Parameters Symbol v, 54 HC/74 HC 74 HC 54 HC Unit
DD see note 1 see note 2 see note 3
Vv Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Output transition time 4y and oy,
2 75 95 110 ns
Standard output types 4,5* 15 19 22 ns
6 13 16 19 ns
2 60 75 Q0 ns
Bus driver output types 4,5* 12 15 18 ns
6 10 13 15 ns
* 54/74 HCT
For notes, see page 13.
5.32.3 Input rise and fall times (HC and HCT)
Tamb
Parameters Symbol V, 54 HC/74 HC 74 HC 54 HC Unit
DD see note 1 see note 2 see note 3
\' Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Input rise and fall times L
2 0 1 000 0 1 000 0 1 000 ns
HC series 4,5 0 500 0 500 0 500 ns
6 0 400 0 400 0 400 ns
HCT series 4,5 o 500 (0] 500 0 600 ns

For notes, see page 13.
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5.32.4 Formes d’onde des temps de commutation et circuits de charge
(1) Formes d'onde des temps de commutation pour 54/74 HC et 54/74 HCU

f' =86ns
Sorties standards ou de puissance
Entrée
/J;l 50 pF
Sortie
Circuit de charge inverseuse
—

Temps de transition et temps de retard de propagation

1
b+ tyy = I
cL

tCL toL

Horloge

Les sorties doivent commuter entre 10 % et 90 % de VDD conformément a la table de vérification du circuit.

Pour t__ . le facteur d’utilisation est égal & 50 %.

Temps de montée et de descente de I'impulsion d’horloge et largeur de cette impuision

tCL tCoL

Entrée
d’horloge

Entrée
de données

Sortie

Positionnement
remise A zéro
ou préparation

GND

*(H) ou (L) facuiltatif
CEl 091192
Temps de prépositionnement, de maintien, de recouvrement et temps de retard de propagation pour les
circuits logiques a déclenchement séquentiels sur les fronts de transition.
Temps de recouvrement: temps de recouvrement de I'horloge. C'est I'instant & partir duquel le signal actif de
remise a zéro ou le signal de validation doit étre interrompu avant les transitions d’entrée d’horloge.
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5.32.4 Switching waveforms and loading circuits
(1) Switching waveforms for 54/74 HC and 54/74 HCU

t =6ns
Standard or bus driver outputs
Input
i]— 50 pF
Inverting
loading circuit output
—

Transition times and propagation delay times

CL fCL o+ twy = —

Clock

1EC 090192

Outputs should be switching from 10 % V,, to and 90 % Vj, in accordance with device truth table. For ¢,
input duty cycle = 50 %.

Clock-pulse rise and fall times and pulse width
tCcL tCL

T

Clock
input
Data
input ¢ *
su (L) ™
_____________ 90 %
______________ 50 %
__________________ 10 %
Output GND
R
Set, reset ——'l fec
or preset
D
° 50 %
" GND
(H) or (L) optional
IEC 091192

Set-up times, hold times, recovery time and propagation delay times for edge triggered sequential logic
circuits.

Recovery time: clock recovery time. This is the time that an active clear or enable signal shall be removed
before the clock input transitions.
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Sorties trois états (54/74 HC seulement)

R=1kQ
[ Vop pour to 70t toz
L —
50 pF 0 pour ¢, et .,
CEI 09292

Circuit de charge

6 ns 6 ns
it [e—_—
V.
————580 %-———— 5
Sortie _ /11— ———- 10%————— \. GND
invalidée
——-prz—-— <—tPZL

___\
Etat bas / 50 %
vers I'état 10 %

haute-impédance

et tPHZ — o tpzu —
Etat haut
vers I'état NS 90 % /
haute-impédance \ 7 50 %
Sorties Sorties ‘Sorties
validées o invalidées validées
CEl 093192

Forme d’ondes du retard de propagation pour les sorties trois états
Formes d’ondes pour les signaux drain ouvert et canal

Formes d’onde tp, 5, tp5 identiques a celles pour les sorties trois états.

o— C+— Vo

CEl 094192

Circuit de charge
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Three-state outputs (54/74 HC only)

R=1ka [ Vop for tppand tpy
O Il Il —O0
== Lofor t,,,and toy,
50 pF
IEC 092192
Loading circuit
6ns 6 ns
——l s—
V,
———90 % ——— oo
————50% ———— X
Output ___/|————" 10%————— \ G
disable : ND
-——tp‘_z ——1 —-———tl-"'ZL———-|
el \. 50
Output low A 10% \
to off
et — f5147 —e et oy —
Output high
to off N 90 % /
\ 7 50 %
Outputs Outputs Outputs
enabled o disabled enabled
IEC 09392
Three-state propagation delay waveform
Open drain and channel waveforms
to, 7> tpz Waveforms same as three-state
R=1kQ
o— V,
1 > Yoo
50 pF /-7';
IEC 09492

Loading circuit
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(2) Formes d'onde des temps de commutation pour 54/74 HCT

tr =6ns

Sorties standards ou de puissance

Entrée
/J;:L- 50 pF
Sortie
Circuit de charge inverseuse
———

CEI 095192

Temps de transition et temps de retard de propagation

tCL 6ns 6 1
’ ne et b+ twy = I
oL

Horloge

CEl 096192

Les sorties doivent commuter entre 10 % et 90 % de Vpp conformément & la table de vérification du circuit.

Pour t__ . le facteur d'utilisation est égal a 50 %.

Temps de montée et de descente de 'impulsion d’horloge et largeur de cette impulsion

t'CL '1°L

Entrée
d’horloge

Entrée
de données

‘Sortie

Positionnement
remise a zéro
ou préparation

GND
*(H) ou (L) facultatif
CEl 097192

Temps de prépositionnement, de maintien, de recouvrement et temps de retard de propagation pour les
circuits logiques a déclenchement séquentiels sur les fronts de transition.

Temps de recouvrement: temps de recouvrement de I'horloge. C’est I'instant & partir duquel le signal actif de
remise a zéro ou le signal de validation doit étre interrompu avant les transitions d’entrée d'horloge.
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(2) Switching waveforms for 54/74 HCT

Standard or bus driver outputs

Input
/J;l 50 pF
Inverting
loading circuit output
—— ——-{ ton I-—

1EC 095192

Transition times and propagation delay times

-t

tCL 6ns 6ns tCL tw + twn = —

CL

)

Clock

IEC 096192

Outputs should be switching from 10 % Vj, to 90 % V,, in accordance with device truth table. For ¢

 nax’ input
duty cycle = §0 %.

Clock-pulse rise and fall times and puise width

tCL toL

T

Clock
input

Data
input

Output

Set, reset
orpreset gy toc

13V

GND

*(H) or (L) optional
IEC 097192

Set-up times, hold times, recovery time and propagation delay times for edge triggered sequential logic
circuits.

Recovery time: clock recovery time. This is the time that an active clear or enable signal shall be removed
before the clock input transitions.
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Sorties trois états (54/74 HCT)

Vpp Pour t, et to,

0 pour t5,- 6t to,,

1
50 pF
I CE 093192

Circuit de charge

t, 6ns t, 6ns
— ol —
3V
J:——— 2,7 v———3x
_____ 13V __ \
Sortie ___ /7T~~~ 0,3V "1 \ GND
invalidée

Etat bas /- 13V
vers ['état 10 %

haute-impédance

ft— ‘sz ] g — tpzu -

Etat haut
vers |'état b

90 % '
haute-impédance
13V

Sorties Sorties Sorties
validées invalidées validées

CEI 099192

Forme d’ondes du retard de propagation pour les sorties trois états
Formes d’ondes pour les signaux drain ouvert et canal

Formes d'onde t, 5, {55, identiques & celles pour les sorties trois états.

R=1kQ
© 1 T F—— Yoo

50 pF/;];

Circuit de charge

CEl 100192

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d



748-2-2 © IEC _29-

Three-state outputs (54/74 HCT)

V,‘.m for to 7 and toz

1 :
50 pF 0 for t,, . and t,,,
' IEC 09892

Loading circuit

©

R=1kQ {

t 6ns &t 6ns
——‘ et —
3V
———27V—— —3&
_____ 13V _ Sk
Output __ /T~~~ 0,3V T
disable GND
e 1oy 7 —] — fp21
/- 1,3V
Output low A 10%
to off
bt o7 —o e fpzH —=
Output high
to off N 90 % ’ /
N\ 7 13V
Outputs Outputs Outputs
enabled disabled enabled
IEC 099192

Three-state propagation delay waveforms
Open drain and channel waveforms

tPLZ’ oz waveforms same as three-state

50 pF
/ ; ; IEC 100192

Loading circuit
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6 Marquage

[Préciser ici tous les renseignements particuliers autres que ceux de I'article 1 (case [7])
et/ou du paragraphe 2.5 de la spécification générique.]

7 Renseignements a donner dans les commandes

[Sauf spécification contraire, les renseignements suivants constituent le minimum néces-
saire pour passer commande d’un dispositif donné:

— référence précise du modéle (et valeur de la tension nominale, si nécessaire);

- référence IECQ de la spécification particuliere avec numéro d’édition et/ou date
selon le cas;

— catégorie d’assurance de la qualité définie au paragraphe 2.6 de la spécification
générique (et dans l'article 9 de la spécification intermédiaire) et, si nécessaire, sélec-
tion définie dans I'article 8 de la spécification intermédiaire;

— toute autre particularité.]

8 Conditions d’essai et exigences de contréle

[Elles figurent dans les tableaux suivants, ou il convient de spécifier les valeurs et les
conditions exactes d’'essai a utiliser pour un modéle donné, conformément aux essais
correspondants indiqués dans la publication applicable.]

[Le choix entre les méthodes d’essais ou les variantes doit étre fait lors de la rédaction de
la spécification particuliére.]

[Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la méme spécification particuliere, il
convient d’indiquer les conditions et/ou les valeurs correspondantes sur des lignes suc-
cessives, en évitant autant que possible de répéter les conditions ou valeurs identiques.]

Sauf indication contraire, les numéros de paragraphe donnés en référence dans ce qui
suit renvoient a la spécification générique.

[Pour les exigences de prélévements, se reporter ou reproduire les valeurs de l'article 9
de la spécification intermédiaire, selon la catégorie d’assurance de la qualité.]

[Pour le groupe A, le choix entre les systémes NQA ou NQT est & faire dans la spéci-
fication particuliére.]

[Pour les groupes B et C: les essais doivent étre vérifiés selon la spécification inter-
médiaire.]

Tous les essais sont effectués & T, = 25 °C [sauf indication contraire] (voir article 4 de
la spécification générique).

Pour toutes les tensions, la référence est [Vgg].

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT



748-2-2 © IEC -31 -

6 Marking

[Any particular information other than that given in clause 1 (box [7]) and/or subclause 2.5
of the generic specification shall be given here.]

7 Ordering information

[The following minimum information is necessary to order a specific device, unless other-
wise specified:

- precise type reference (and nominal voltage value, if required);

- IECQ reference of detail specification with issue number and/or date when relevant;

— category of assessment quality as defined in subclause 2.6 of generic specification
(and clause 9 of the sectional specification) and if required, screening as defined in
clause 8 of sectional specification;

— any other particulars.]

8 Test conditions and inspection requirements

[These are given in the following tables, where the values and exact test conditions to be
used shall be specified as required for a given type and as required by the relevant test in
the relevant publication.]

[The choice between alternative tests or test methods shall be made when a detail spe-
cification is written.]

[When several devices are included in the same detail specification, the relevant
conditions and/or values should be given on successive lines, where possible avoiding
repetition of identical conditions and/or values.]

Throughout the following text, reference to subclause numbers is made with respect to the
generic specification unless otherwise stated.

[For sampling requirements, either refer to, or reproduce, values of clause 9 of the sec-
tional specification, according to applicable category(ies) of assessed quality.]

[For group A, the choice between AQL or LTPD system shall be made in the detail spe-
cification.]

[For groups B and C: the tests shall be checked according to the sectional specification.]
All tests shall be performed at 7, = 25 °C [unless otherwise stated] (see clause 4 of the
generic specification).

All voltages are referenced to [Vgg].
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TABLEAU |

GROUPE A - Contrbles lot par lot

Aucun essai n’est destructif (paragraphe 3.6.6 de la Publication 747-10 de la CEl).

748-2-2 © CEI

Exigences de contréle

. Publication Conditions
Examen ou essai \ . .
de ia CEI d’essai Niveau
Limites dassurance | NC | NOA
Sous-groupe A1
Examen visuel externe, 747-10,
conformité du marquage par. 4.2.1.1
Sous-groupe A2 et A2a 748-2-3
Vérification de la fonction art. 3
Sous-groupe A3
Caractéristiques statiques 748-2, ch. I,
a+25°C sect. un
Voir la spécification particuliére pour les conditions
Sous-groupe Ada d'essai et leurs limites et également la spécification
. intermédiaire correspondante pour les exigences
(voir note 7) de contréle
Caractéristiques statiques 748-2, ch. lil,
a la température maximale sect. un
de fonctionnement
Sous-groupe A4b
(voir note 7) 748-2, ch. 1,
Caractéristiques statiques sect. un
a la température minimale
de fonctionnement
Sous-groupe A5
Caractéristiques dynamiques| 748-2, ch. i,
a+25°C sect. un

Note 7. — Les mesures par corrélation sont autorisées.
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TABLE |

Group A - Lot by lot

All tests are non-destructive (subclause 3.6.6 of I[EC Publication 747-10).

Inspection requirements

. IEC Conditions
Inspection or test L
publication of test o Assessment I AQL
Limits level
Sub-group A1
External visual examination, | 747-10,
marking conformity subcl. 4.2.1.1
Sub-group A2 and A2a 748-2-3
Verification of the function cl.3
Sub-group A3
Static characteristics 748-2, ch. lli,
at +25 °C sect. one
See detail specification for the conditions of test and
Sub-group Ada limits and also the relevant sectional specification
for the i i i

(see note 7) or the inspection requirements
Static characteristics 748-2, ch. lit,
at maximum operating sect. one
temperature
Sub-group A4b
(see note 7) 748-2, ch. Ill,
Static characteristics sect. one
at minimum operating
temperature
Sub-group A5
Dynamic characteristics 748-2, ch. lll,
at+25°C sect. one

Note 7. - Correlation measurements are allowed.
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TABLEAU i

GROUPE B - Contrbles lot par lot
(dans le cas de la catégorie |, voir la spécification générique, paragraphe 2.6)

748-2-2 © CEI

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (paragraphe 3.6.6 de la Publication 747-10 de la CEl).

. . R Limites
Publication Condltu’:n‘s.a Tamb =25 .C des exigences
Examen ou essai sauf spécification contraire de contrdle
de la CEI (voir article 4 de la spécification générique)
Min. Max.
Sous-groupe B1
Dimensions 747-10, [Voir article 1
par. 4.2.2 et de cette norme]
ann. B
Sous-groupe B3
Robustesse des sorties
si applicable
- Pliage (D) 749, ch. I, Force = [voir CEl 749, ch. ll, par. 1.2] Pas de détérioration
par. 1.2
Sous-groupe B4
Soudabilité (D) 749, ch. I, [Voir CEl 749, ch. II, par. 2.1] Etamage correct
(voir note 8) par. 2.1 Bain de soudure
Sous-groupe B5
Variations rapides de
température:
a) Boitiers avec cavité 749, ch. i1, 10 cycles
Variations rapides par 1.1
de température
suivies de:
Essais électriques 748-11 [Comme dans les sous-groupes A2 et A3]
- étanchéité, détection | 749, ch. I, [A spécifier]
des microfuites par 7.3 o0u 7.4
et:
Etanchéité, détection |68-2-17 [A spécifier]
des fuites franches essai QC
b) Boitiers sans cavité et
avec cavité scellés par
époxy (D)
Variations rapides 749, ch. lll, 10 cycles
de température par 1.1
suivies de:
- Examen visuel externe| 747-10
par. 4.2.1.1
- Essai continu de 749, ch. I, Sévérité 1 (85 °C,85% H.R.),24 h
chaleur humide par. 5B
- Essais électriques 748-2-3 [A choisir dans les sous-groupes A2 et A3]
Sous-groupe B8
Endurance électrique 748-11 Tomp = 125°C
(168 h) par. 12.3

avec les mesures finales:
comme en A2, A3 et AS

Comme en A2, A3 et AS

Comme en A2, A3 et AS

Sous-groupe RCLA

Informations par attributs pour B3, B4, BS et BS.

Note 8. - Dans le cas de la catégorie |, le groupe B doit étre effectué tous les ans, a I'exception du

groupe B4 qui doit étre effectué tous les trois mois.
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TABLE 1l
Group B - Lot by lot

(in the case of category |, see the generic specification, subclause 2.6)

Only tests marked (D) are destructive (subclause 3.6.6 of IEC Publication 747-10).

with final measurements:
As in A2, A3 and A5

As in A2, A3 and A5

- o Inspection
IEG Conditions at T, =25 °C requirement
Inspection or test blicati unless otherwise specified limits
publication (see clause 4 of the generic specification)
Min. Max.
Sub-group B1
Dimensions 747-10, [see clause 1
subcl. 4.2.2 of this standard]
and app. B
Sub-group B3
Robustness of terminations
if applicable
- Bending (D) 749, ch. ll, Force = [see IEC 749, ch. ll, subcl. 1.2] No damage
subcl. 1.2
Sub-group B4
Solderability (D) 749, ch. i, [See IEC 749, ch. ll, subcl. 2.1} Good wetting
(see note 8) subcl. 2.1 Solder bath method
Sub-group BS
Rapid change of
temperature:
a) Cavity packages 749, ch. Ill, 10 cycles
Rapid change subcl. 1.1
of temperature
followed by:
Electrical tests 748-11 [As in sub-group A2 and A3]
- sealing, fine leak 749, ch. lll, [To be specified]
detection 780r7.4
and:
Sealing, gross leak 68-2-17 [To be specified]
detection test QC
b) Non-cavity and
epoxy-sealed cavity
packages (D)
Rapid change of 749, ch. I, 10 cycles
temperature subcl. 1.1
followed by:
- External visual 747-10
examination subcl. 4.2.1.1
- Damp heat, steady 749, ch. I, Severity 1 (85°C, 85 % R.H.),24 h
state subcl. 5B
- Electrical tests 748-2-3 [To be selected from sub-group A2 and A3]
Sub-group B8
Electrical endurance 748-11 Tomp = 125 °C
(168 h) subcl. 12.3

Asin A2, A3 and A5

Sub-group CRRL

Attributes information for B3, B4, BS and BS.

Note 8. - In the case of category I, group B shall be performed annually, except B4 which shall be per-

formed every three months.
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TABLEAU il
GROUPE C - Essais périodiques

748-2-2 © CEI

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (paragraphe 3.6.6 de la Publication 747-10 de la CEl).

Examen ou essai

Publication
de la CEI

Conditions & T, =25 °C

sauf spécification contraire
(voir article 4 de la spécification générique)

Sous-groupe C1
Dimensions

747-10, par. 4.2.2
et ann. B

Sous-groupe C2b (1)
Vérification de la fonction a

T mpmax. et T, min.

Comme pour A2

Sous-groupe C2b (2)
Caractéristiques dynamiques a

T,mpmax. et T, . min.

Comme pour AS

Sous-groupe C3

- Essais électriques

- Etanchéité, détection des
microfuites et:

- Etanchéité, détection des
fuites franches

b) Boitiers sans cavité et a

cavité a scellement époxyde

Variations rapides de

température puis:

- Examen visuel externe

- Essai continu de chaleur
humide

- Essais électriques

Voir sous-groupes
A2 et A3

749, ch. I,
par. 7.3 ou 7.4
68-2-17,

Essai Qc

749, ch. I,
par. 1.1

747-10,4.2.1.1
749, ch. i, 5B

Voir sous-groupes
A2 et A3

Robustesse des sorties (D) | 749, ch. Ii,
par. 1.1et 1.4
Sous-groupe C4 (D)
Résistance a la chaleur 749, ch. |, Comme pour A2 et A3
de soudage par. 2.2
avec les mesures finales:
comme pour A2 et A3
Sous-groupe C5
Variations rapides de
température (note 6):
a) Boitiers a cavité
Variations rapides de 749, ch_1ll 10 cycles
température puis: par. 1.1

Comme en A2 et A3
A spécifier

A spécifier

500 cycles

Sévérité 1
24 h
Comme en A2 et A3

- boitiers a cavité (note 6)

21 jours pour la catégorie |

Sous-groupe C6 (D)

Chocs ou vibrations suivis 749, ch. I, Choc: amplitude de pointe 14 700 m/s?

par: accélération constante art. 3,4 et5 Accélération: 200 000 m/s?

(pour les dispositifs avec cavité)

avec les mesures finales:

comme pour A2 et A3 Comme pour A2 et A3

Sous-groupe C7 (D)

Essai continu de chaleur humide| 749, ch. lll, 5A Sévérité: 56 jours pour les catégories 1l et lll,
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TABLE 1ll
Group C — Periodic tests

Only tests marked (D) are destructive (subclause 3.6.6 of IEC Publication 747-10).

Inspection or test

IEC
publication

Conditions at T, =25°C
unless otherwise specified

(see clause 4 of the generic specification)

Sub-group C1
Dimensions

747-10, subcl. 4.2.2

and app. B

Sub-group C2b (1)
Verification of the function at
T.mpmax. and T, min.

As for A2

Sub-group C2b (2)
Dynamic characteristics at
TompMax. and 7, min.

As for AS

Sub-group C3
Robustness of terminations (D)

749, ch. I,
subcl. 1.1 and 1.4

- for cavity package (note 6)

Sub-group C4 (D)
Resistance to soldering 749, ch. ll, As for A2 and A3
heat subel. 2.2
with final measurements:
as for A2 and A3
Sub-group C5
Rapid change of
temperature (note 6):
a) Cavity packages
Rapid change of 749, ch. ill 10 cycles
temperature followed by: subecl. 1.1
- Electrical tests See sub-groups As in A2 and A3
A2 and A3
- Sealing, fine leak detection 749, ch. Ill, To be specified
and: subcl. 7.3 0r 7.4
- Sealing, gross leak 68-2-17, To be specified
detection Test Qc
b) Non-cavity and epoxy-
sealed cavity packages
Rapid change of temperature 749, ch. Ill, 500 cycles
followed by: subcl. 1.1
- External visual examination 747-10,4.2.1.1
- Damp heat, steady state 749, ch. 1ll, 5B Severity 1
24 h
- Electrical tests See sub-groups As in A2 and A3
A2 and A3
Sub-group C6 (D)
Shock or vibration followed 749, ch. I, Shock: peak amplitude 14 700 m/s?
by acceleration, steady state cl.3,4and 5 Acceleration: 200 000 m/s®
(for cavity devices)
with final measurements:
as for A2 and A3 As for A2 and A3
Sub-group C7 (D)
Damp heat, steady-state 749, ch. lll, 5A Severity: 56 days for categories 1l and Ill,

21 days for category |
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TABLEAU Il (suite)

Conditionsa 7, , =25°C

avec les mesures finales:
comme pour A2, A3 et AS

Examen ou essai Publication sauf spécification contraire
de la CEI (voir article 4 de la spécification générique)
Sous-groupe C8
Endurance électrique 748-2, ch. V, 1000 h, Tamb =125 °C

Comme pour A2, A3 et AS

Sous-groupe C9

Stockage a haute température 749, ch. Wi, art. 2
avec les mesures finales:
comme pour A2, A3 et AS

1000 h, T, = 150 °C

Comme pour A2, A3 et A5

Sous-groupe C11

Permanence du marquage

749, ch. 1V, art. 2

Méthode 1

Sous-groupe C12

Capacité d'entrée C,,
Capacité de sortie C

3 - YOZA
{sorties Cyy, trois états)

Voir les paragraphes
5.9, 65.20, 5.29 de
la présente norme

Sous-groupe C14

Essai d'énergie transitoire

(D)

747-1 (note 9)

Sous-groupe RCLA

C9 et C11

Informations par attributs pour les sous-groupes C3, C4, C5, C6, C7, C8,

Note 9. - Voir le paragraphe 10.2 de la présente norme.

9 GROUPE D - Essais d’homologation

Les essais du groupe D doivent étre d’abord effectués immédiatement aprés I'homolo-
gation, puis chaque année.

Examen en essai

Publication de la CEI

Conditions

Sous-groupe D8

(D)

Endurance électrique

(voir le paragraphe 12.4 de
la spécification intermédiaire
pour les procédures d'essais
accélérés)

748-2,ch. V | Catégorie li: 2 000 h (voir note 10)
Catégorie 111: 3 000 h
Conditions: (voir note 11)

Note 10. - La durée d’endurance indiquée est la somme des temps d’endurance des groupes C et D.

Note 11. ~ Les conditions dans lesquelles sont effectués les essais d’endurance doivent étre déterminées
de la fagon suivante:
Le choix de la dissipation de puissance, de la température de fonctionnement et de la tension
d'alimentation doit suivre I'ordre de priorité suivant:
a)la dissipation moyenne de puissance dans chaque partie du circuit dont la fonction est accessible doit
avoir la valeur maximale autorisée par la spécification particuliére;

b)la température ambiante ou celle d’'un point de référence doit avoir la valeur maximale autorisée par la
spécification particuliére pour la dissipation de puissance indiquée en a);

c)les tensions d'alimentation doivent avoir la valeur maximale autorisée par la spécification particuliére,
compte tenu des limitations dues a a) ou b).
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TABLEAU Il (continued)

Conditions at T, _, =25°C

with final measurements:
as for A2, A3 and AS

Inspection or test I.E C. unless otherwise specified
publication (see clause 4 of the generic specification)
g
Sub-group C8
Electrical endurance 748-2,ch. V, 1000h, T, =125°C
with final measurements:
as for A2, A3 and AS As for A2, A3 and AS
Sub-group C9
Storage at high temperature 749,ch.ili, cl. 2 1000h, T, =150°C

As for A2, A3 and AS

Sub-group C11
Permanence of marking

749,ch. IV, cl. 2

Method 1

Sub-group C12

Input capacitance C,,
Output capacitance Cg,,
(three-state output C5)

See subclauses 5.9,
5.20, 5.29
of this standard

Sub-group C14
Transient energy test

D
747-1 (note 9)

Sub-group CRRL

Attributes information for sub-groups C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 and C11

Note 9. — See subclause 10.2 of this standard.

9 GROUP D - Qualification approval tests

Group D tests shall be initially performed immediately following qualification approval and

annually thereafter.

Inspection or test

IEC publication

Conditions

Sub-group D8 (D)

Electrical endurance

(see subclause 12.4 of
sectional specification for
accelerated test procedures)

748-2,ch. V

Category Il: 2 000 h (see note 10)
Category 111: 3000 h
Conditions: (see note 11)

Note 10. - The endurance duration shown is the accumulated time for Group C and D endurance.
Note 11. ~ The conditions under which endurance tests are carried out shall be determined as follows:

The choice of power dissipation, operating temperature and supply voltage shall be made in the following

order of precedence:

a) the mean power dissipation in each functionally accessible section of the circuit shall be the maximum
permitted by the detail specification;

b) the ambient or reference point temperature shall be the maximum permitted by the detail specification at
the power dissipation given in a);

¢) the supply voltages shall be the maximum permitted by the detail specification unless limited by a) or b).
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10 Renseignements supplémentaires (non applicable pour les exigences du contréle)
10.1 Entrées non utilisées

Les entrées non utilisées doivent étre reliées a la tension logique appropriée (par exemple
O ou V) ou a une autre entrée.

10.2 Protection contre I'énergie transitoire

Les circuits HCMOS ont des circuits de protection incorporés sur chaque entrée afin de
réduire le risque d’endommager I'oxyde de la grille d’entrée du dispositif par transfert
de charge électrostatique. Les portes de sortie peuvent étre protégées de fagon similaire.

Le schéma ci-dessous est donné 3 titre d’exemple:

LAV os N /\os

[ R
Entrée o— } " 1— HCMOS o Sortie

o2 /\ /N s

/77 CEI 101192

10.3 Méthode de mesure du courant de fuite par canal en entrée/sortie pour
les commutateurs analogiques

A et B sont des entrées de contrble définies par V,

X

Essai 1: y = V5
z=Vg,ouOV
ly ou /, < limite spécifiée

AVAVA:
JAVAN

v, Essai2: y= Vggou OV
cEl 10292 z=Vpp
iy ou [, < limite spécifiée

Voo ]
T I Vsl= Voo Vee
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10 Supplementary information (not for inspection purposes)
10.1 Unused inputs

Unused inputs shall be connected to the appropriate logic voltage (for example, either O
or Vpp) or an associated input.

10.2 Transient energy protection

HCMOS circuits have built-in protection circuits on all inputs to reduce the possibility of
damage to the input gate oxide of the device by the transfer of electrostatic charge. Output
gates may be similarly protected.

A circuit diagram may be given, for example:

LAV NN

1 R
Input o—{ "7} {__+— HcMmos o Output

0z /\ /N o4

/77 IEC 101192

10.3 Measurement method for analogue switch off-state current per channel

A and B are control inputs defined by V,

|

Test1: y=Vpp
Z=VgcorOV
Iy or /, < Specified limit

AVAVA:
JAVAN

vi Test2: y=VcorOV
IEC 102192 Z= VDD
Iy or I, < Specified limit

VDD i
T ‘ Vs |= Voo Vee
Vs

GND '

IEC 103192
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Paragraphe

Parameétres

DD

Symbole

T

amb

54 HC/74 HC
voir note 1

74 HC
voir note 2

54 HC
voir note 3

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Unité

Essayé
en sous—
groupe

10.4.1

Marge d'immunité au bruit
avec sortie au niveau bas

(ViLa = Vora)
IO = +4 mA

{sorties standards)
lo = +6 mA

(sorties de puissance)

45

VN L

0,54

0,47

0,4

A 3/4

10.4.2

Marge d'immunité au bruit
avec sortie au niveau haut

(Vous = Ving)
Io = +4 mA

(sorties standards)
lo = +6 mA

(sorties de puissance)

4,5

1,98

1,84

1,7

A 3/4

Pour les notes, voir page 12.
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10.4 Noise margin

—43 -

Subclause

Parameters

DD

Symbol

T

amb

54 HC/74 HC
see note 1

74 HC
see note 2

54 HC
see note 3

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Unit

Tested
in sub-

group

10.4.1

Noise margin at low-level
output

(Via = Vora)
Io = +4 mA

(standard outputs)
lo = +6 mA

(bus driver outputs)

45

0,54

0,47

0,4

A3/4

10.4.2

Noise margin at high-fevel
output

(VOHB = Viug)
Io =+4 mA

(standard outputs)
lO = +6 mA

(bus driver outputs)

45

1,88

1,84

1,7

A 3/4

For notes, see page 13.
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